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Obrigado, moderador.

Boa tarde, senhores e senhoras,

Sou Prof. Shigeto Robert Nishitani do Universidade Kwansei Gakuin, que localiza no oeste do Japao.

O Brasil me lembrar o famoso ganhador(winner) do Prémio Nobel Richard Feynman , seu livro popular "O senhor esta brincando, Sr. Feynman!"
Isso é minha origim de fazer alguma coisa em abordagem tedrica para a ciéncia de materiais.

Depois de vinte anos, estou ainda batalhando com fisica dificil,

mas graca do Calphad Meeting e seu organizador principal, professor Andre Costa de Silva,

estou um poquinho(little) familiar com o portugués,
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_ Calculation I
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AE = B2 - Esc
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Results I

dopant structure energy difference AE [eV]
non-doped E2H-si - Escsi 0.1331
P Ezn-siepy - Ezc-siep) 0.0632

B EzH-sie) - E3c-sie) 0.0871
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AE = Esr-sip) - Esk-si
Resul‘r 9 { 4
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Results indicate P prefers [0001]
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Results II

@ Consistency

P-doped Si
» P: S.F.Energy decrease

» B: No change

omojm\\)oo B-doped Si
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